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ANEXO 07
l. IDENTIFICACION
1. Asignatura : Introduccién a la Electrénica
2. Semestre : Quinto
3. Horas semanales : 6 horas
1. Clases tedricas : 2 horas
2. Clases préacticas : 2 horas
3. Laboratorio : 2 horas
4. Total de horas catedras : 90 horas
4.1 Total de clases tedricas : 30horas
4.2 Total de clases practicas : 30 horas
4.3 Total de clases de Laboratorio : 30 horas

. JUSTIFICACION

Con esta asignatura el estudiante inicia su estudio de la electrénica basica, sobre esta asignatura se apoyaran otras, ya
que constituye la herramienta basica para otras asignaturas técnicas de la carrera. Se estudia el diodo de union, el
transistor, su polarizacién y analisis en pequeiia sefial y el transistor de efecto de campo.

. OBJETIVOS

3.1 Describir la fisica de los semiconductores, los materiales intrinseca y extrinseca sus caracteristicas y las
impurezas a ser utilizadas para constituir junturas.

3.2 Describir al diodo de unién, sus caracteristicas de fabricacién y sus aplicaciones.

3.3 Exponer las caracteristicas tensién corriente de un diodo de unién.

3.4 Enumerar los modelos del diodo para su analisis en un circuito.

3.5 Describir al diodo como rectificador.

3.6 Explicar el diodo zener, sus caracteristicas y aplicaciones.

3.7 Describir el transistor de unién, sus caracteristicas de fabricacion

3.8 Proveer las caracteristicas de entrada y salida del transistor en las distintas configuraciones.

3.9 Identificar las regiones de operacién del transistor.

3.10  Describir la polarizacion de un transistor y su estabilidad frente a las variaciones de los parametros del transistor.
3.11  Describir el modelo hibrido de pequefia sefial del transistor, sus aplicaciones en el analisis de circuito.
3.12  Describir el transistor de efecto de campo, sus caracteristicas y aplicaciones.

3.13  Manejar bibliografia variada sobre Electrénica I.

IV. PRE-REQUISITO

4.1. Circuitos Eléctricos |

V. CONTENIDO

5.1. Unidades programaticas

5.1.1. Propagacién y caracteristicas de semiconductores
5.1.2. Diodo semiconductor

5.1.3. Cuadripolos

5.1.4. Transistores

5.1.5. Transistor de efecto de campo

Desarrollo de las unidades programaticas

5.21. Propagacién y caracteristica de semiconductores
5.21.1. Electrones y huecos en un semiconductor intrinseco.
5.2.1.2. Conductividad en un semiconductor.
5.2/1.3.. Concentracién de portadores en un semiconductor intrinseco.
5.2.1.4. Densidad de carga en un semiconductor intrinseco
5.2.1.5. Material semiconductor extrinseco.
5.2.2. Diodo semiconductor

5.2.2.1. Diagrama de concentracién de portadores de una unién P _ N en circuito abierto y con
polarizacién.
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5.2.2.2. Anélisis cuantitativo de la corriente en una unién P- N.
5.2.23. Curvas del diodo semiconductor. Resistencia dinamica.
5.2.24. La unién P- N como diodo. Dependencia de temperatura.
5.2.2.5. Diodo Zener.
5.2.2.6. Diodo Tunel.
5.2.2.7. Caracteristicas de temperatura en un diodo Zener.
5.2.2.8. Aplicacién de los diodos.
5.2.2.9. Rectificador de media onda.
5.2.210. Rectificador de onda completa.
5.2.2.11.  Factor de rizado. Filtros.
5.2.2.12. Detector de valor pico.
5.2.2.13. Enclavadores y limitadores.
5.2.3. Cuadripolos
5.2.3.1. Parametros Z, Y, h g.
5.2.3.2. Impedancia y admitancia de entrada y salida.
5.2.3.3. Concepto de ganancia. Relacién E/S.
5.24. Transistores
5.241. Transistor de unién. Introduccion.
5.2.4.2. Estructura de uniones P — N
5.2.4.3. Estudio de las corrientes en un transistor
5244 Polarizacién de un transistor.
5.2.4.5. Analisis de regiones activas, de corte y de saturacién.
5.24.6. Transistor como amplificador.
5.247. Modelo hibrido simplificado.
5.2.4.8. Configuracién en Base comtin, Colector comdn y Emisor comun.
5.2.4.9. Curvas caracteristicas.
5.2.4.10. Impedancia de entrada y de salida.
5.2.4.11. Ganancia de corriente, tension y potencia.
5.2.412. Amplificadores en cascada.
5.2.4.13. Amplificador Darlington
5.2.5. Transistor de Efecto campo
5.2.51. Fundamentos. Curvas caracteristicas, clasificacién.
5.2.5.2. Polarizacion.
5.2.5.3. Parametros Y.
5.2.5.4. Ganancia de tensién. Admitancia de entrada y salida.
5.2.5.5. Amplificadores con FET.

VI. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

6.1. Resoluciones de problemas aplicando la teoria estudiada.

6.2. Formacidn de grupos para resolver problemas en horas de préactica.
6.3. Elaboracién y presentacion de trabajos practicos realizados en la casa.
6.4. Entrenamiento para resolver problemas utilizando varias bibliografias.

VIl. MEDIOS AUXILIARES

7.1. Pizarra, pinceles y borrador
7.2.  Material bibliografico
7.3. Equipo multimedia

VIIl. EVALUACION

La evaluacion se realizara de acuerdo a las Reglamentaciones y Normativas vigentes en la Facultad Politécnica -
UNA.
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